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BYV 32/...

Schnelle "soft recovery" -
SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
ZIWEIFACH - GLEICHRICHTERDIODEN

mit gemeinsamer Katode,

mit niedriger Durchlallspannung

Hiéchstzulissiger Durchlafstrom-Mittelwert,
beide Dioden stromfilhrend,
bei rechteckfrmigem Hro:nrlnt
mit \rr = 0,5 und 'l} 9 :zuuc ln AV " 20 A
und ‘l'.i = 126°C In AV * 16,8 A
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannung IJII EN" 50 / 100 f 180 / 200 V
Durchlafspannung bei Ir = 5 A 1}’ < 0,85 v
bei IIr = 20 A Ur 1,16 v
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten vom Ir =1 A
auf "ll sV ter L4 a5 ns
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BYV 32/...

SPANNUNGSGRENIWERTE BYV_32/50
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannung: Dl S 50
Hichatzulissige

periodische Scheitelsperrspannung: Ul WM &0

Hichstzulissige 1
Gleichsperrspannung: ) ul = B0

STROMGRENZWERTE (beide Dioden stromfilhrend)

Hiéchatzulissiger Durchlalstrom-Mittelwert,
bei rechteckfirmigem Stromverlauf

mit Vo = 0,5 und 8; § :20:51 I,
und IE = 125 Cy Iﬂ
bei sinusfirmigem Stromverlaufl
und 8. < :2n:c: I,
und EG = 125 Cx Iu
Hichstzulissiger Effektivwert
des Durchlalstromes: Iﬂ
Hichstzullissiger periodischer Spitzenstrom: 1F
StoBstrom-Grenzwert (pro Diode),
50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei 3 = 150%cy Iy
Ertn:lllt-lnt3|r11| t = 10 ms (pro Diode): _f]
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Héchatzullissige Sperrschichttemperatur: 8,
Lagerungstemperaturbereich: 'S
Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Metallflanschy nth
gwischen Metallflansch und Kdhlblech,
ohne Wirmeleitpaste: ch
mit Wirmeleitpaste: Iih
twischen Sperrschicht und Umgebung: R'Lh
Impul s=Wirmewiderstand, tp = 1 mas zth
I] aus Griinden thermischer Stabilitit bei nth v
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BYV 32/...

DURCHLASS= und SPERR-EIGENSCHAFTEN (pro Diede)

DurchlaBspannung bei 1, = 5 A, 8, = 100°Cs Up < 0,8 v
bei I, = 20 A, 8; = 25°cs Up < 1,18 ¥
ﬂ .
Sperrstrom bei l.1I pay wnd B, = 25 'El: Iy < 50 uA
bei Ty _  und IJ = 100°C: Iy 4 0,6 maA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten ven II!I = 1 A auf I.II a o v
mit —dI /dt = 50 Afus bei 8, = 25°C: t, ¢ 35 ns
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von I, = 2 A auf Uy 2 30 V
mit =dl /dt = 20 A/us bei 4, = 25°Cy Q% < 15  nAs
Einschalt=Scheitelspannung
beim Einschalten auf I_ = 1 A
mit dll,fdt = 10 Afus: Ur N " 1,0 ¥
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